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Domysiny typ protokotu dla przedmiotu:
Zaticzene-#a-o0c8ne EO{L&Mu,

Jezyk wykladowy

polski

Skrécony opis:

Podstawowe wiasciwosci pétprzewodnikowych (struktura pasmowa, wtasciwosci fizyczne: koncentracja no$nikow, ruchliwosc
nosnikow, konduktywnos$¢). Wiasciwosci grup zwigzkow: Sii Ge, HI-V, 1I-VI, azotkéw, grafenu. Podstawowe wiasciwosci
heterostruktur, studni kwantowych i supersieci. Przyklady zastosowan ztozonych struktur w przyrzadach polprzewodnikowych.
Opis:

1. Heterostruktury pétprzewodnikowe

Technologia otrzymywania niskowymiarowych struktur

Uklady elektronowe: zero-, jedno-, dwu- i trzywymiarowe

Studnie kwantowe

Rodzaje supersieci

Supersieci l-ego i lI-giego typu

Kropki kwantowe

Przyktady zastosowan ztozonych struktur w przyrzadach potprzewodnikowych

N ORWN

Tematyka ¢wiczen audytoryjnych
1. Zastosowanie rownania Schddingera w okresleniu stanow kwantowych elektronu (4 godz.)
2. Elektron w studniach kwantowych (4 godz.)
3. Funkgcje gestosci stanow elektronu w zaleznosci od wymiarowos$ci struktur (2 godz.)

Tematyka laboratorium

1. Wazrost struktur epitaksjalnych metodg MOCVD (6 godz.)

2. Wazrost struktur epitaksjalnych metoda MBE (6 godz.)

3. Charakterystyka dyfraktometryczna struktur pétprzewodnikowych (4 godz.)
Literatura:

1. M.A. Herman, Heteroziacza péiprzewodnikowe. Fizyka, technologia, zastosowania, Parnstwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa, 1987.

2. H. Ibach, H. Luth, Fizyka ciata statego, WNT, Warszawa, 1996

3. M. Razeghi, Fundamentals of Solid State Engineering, Kluwer Academic Publishers, 2005

Efekty ksztalcenia:

W1 Poszerzyt wiedze w zakresie technologii i fizycznych wiasciwosci niskowymiarowych struktur pétprzewodnikowych, Poznat
podstawowe jako$ciowe réznice pomigdzy wiasciwosciami litych materiatéw i struktur kwantowych o ograniczonych
wymiarach. K_W02, KW_03.

W2 Zna podstawy fizyczne warunkujgcych odmienne wiasciwosci litych krysztatdw i struktur niskowymiarowych. Jest
zapoznany tendencjami i kierunkami rozwoju takich materiatow. K_W12.

W3 Ma wiedze w zakresie doboru struktur kwantowych do zastosowari w przyrzadach elektronicznych. KW_09.

U1  Umie oszacowaé podstawowe wiasciwo$ci studni kwantowej. K_U01, KU_02, KU_03, KU_04.

U2 Umie korzysta¢ z literatury fachowej, baz danych oraz innych zrodet informacji w celu pozyskania danych niezbednych do
rozwigzania zadania z zakresu doboru niskowymiarowej struktury kwantowej. K_U13.

K1 Ma swiadomo$¢ poziomu swej wiedzy i umiejetnosci oraz potrafi okreslic kierunki dalszego uczenia sig i efektywnie
realizowaé proces samoksztatcenia. K_K01, K_KO05.

K2 Potrafi pracowaé w zespole i ma $wiadomosc¢ odpowiedzialnosci za wspoinie realizowane zadania.K_K02, K_K03.

Metodv j krvteria oceniania:

Przedmiot korczy sie egzaminem pisemno-ustnym.

Ewiczenia audytoryjne — zaliczenie éwiczer wymaga uzyskania pozytywnych ocen z rozumienia i rozwigzania uprzednio
zadanych problemoéw do rozwigzania

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen z ¢wiczen audytoryjnych oraz zdania pisemnego-ustnego
egzaminu z uprzednio podanych tematéw egzaminacyjnych

Osiagniecie efektéw W1, W2 weryfikowane jest podczas sprawdzianu koricowego, natomiast efekty W3, U1, U2 i K2
sprawdzane sa w trakcie realizacji ¢wiczen audytoryjnych i laboratoryjnych.

Stronalz3




ocena 2 — ponizej 50% poprawnych odpowiedzi;
ocena 3 — 50 + 60% poprawnych odpowiedzi;
ocena 3,5 — 61 + 70% poprawnych odpowiedzi;
ocena 4 — 71 + 80% poprawnych odpowiedzi;
ocena 4,5 — 81 + 90% poprawnych odpowiedzi;
ocena 5 — powyzej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocene bardzo dobra otrzymuje student, ktory posiadt wiedze, umiejetnoéci i kompetencje przewidziane efektami ksztatcenia,
a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposob twérczy podchodzi do powierzonych zadan i wykazuje sie
samodzielnoscig w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwaty w pokonywaniu trudnosci oraz systematyczny w pracy.

Ocene dobra otrzymuje student, ktory posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym.
Potrafi rozwigzywac zadania i problemy o $rednim stopniu trudno$ci.

Ocene dostateczna otrzymuje student, ktory posiadt wiedze i umiejgtnosci przewidziane programem nauczania w stopniu
dostatecznym. Samodzielnie rozwigzuje zadania i problemy o niskim stopniu trudnosci. W jego wiedzy i umiejetnosciach
zauwazalne sg luki, ktore potrafi jednak uzupenié pod kierunkiem nauczyciela.

Ocene niedostateczna otrzymuje student, ktory nie posiadt wiedzy, umiejetnoéci i kompetenciji w zakresie koniecznych
wymagan.

Na koncowa ocene skladajg sie oceny uzyskane na sprawdzianie koncowym, ocena z ¢wiczen audytoryjnych oraz
zaangazowanie i sposob podejscia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:

brak

Forma studiw

stacjonarne

Rodzaj studiéw

| stopnia

Rodzaj przedmiotu

obowigzkowy

Przedmioty wprowadzajace

» Fizyka: znajomos¢ teoretycznych podstaw proceséw falowych, elektromagnetyzmu, dualizmu korpuskularno-falowego
= Podstawy fizyki ciata stalego: struktura krystaliczna i teoria pasmowa, podstawy fizyki potprzewodnikow (koncentracja

nosnikow, ruchliwos$é nosnikéw, konduktywnosg)
Programy
semestr studiow |1
kierunek: inzynieria materiatowa
Forma zaje¢ liczba godzin/rygor

semestr x- egzamin, + zaliczenie, # projekt ECTS
razem wyktady ¢wiczenia laboratoria projekt seminarium

\ 46 20 /x 10/ + 16/ + 4

Autor

L
1 Udziat w wyktadach 20
2 Samodzielne studiowanie tematyki wykiadéw 30
3 Udziat w éwiczeniach 10
4 Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 15
5 Udziat w laboratoriach 16
6 Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 20
7 Udziat w seminariach
8 Samodzielne przygotowanie sie do seminariow
9 Realizacja projektu
10 Udziat w konsultacjach 8
11 Przygotowanie do egzaminu
12 Udziat w egzaminie
Godz. ECTS
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 119 3
Zajecia z udziatem nauczycieli: 1+3+10 38 1,56
Zajecia o charakterze praktycznym:
Zajecia powigzane z dziatalnoscig naukowsa: | 75 3
AUTOR KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
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